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극 유 매 증 압 (mmHg)

친수 탄 126.87

수
노르말 헥산 151.99

벤젠 95.14

유 매

파장

파장의 위치 변

( )Δλ

파장의

( I)Δ

탄 헥산 벤젠 탄 헥산 벤젠

550 nm 5 15 10 637 2383 2860

600 nm 8 30 18 1154 2656 2880

650 nm 15 45 25 1570 2985 3096

700 nm 21 60 30 1950 3121 3594
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유 매

파장

파장의 위치 변

( )Δλ

파장의

( I)Δ

탄 헥산 벤젠 탄 헥산 벤젠

550 nm 21 15 11 2640 1660 425

600 nm 36 26 16 2887 1970 975

650 nm 51 36 21 2977 2168 1345

700 nm 66 46 26 3372 2498 1650
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